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 半導体デバイスの微細化・高速化を進めていくためには、キャリアの超高速なダイナミックス

を、局所的・動的に評価することが必要不可欠である。本講演では、ナノスケールの空間分解能、

サブピコ秒の時間分解能をもつ遅延時間変調パルス対励起 STM 法(SPPX-STM)を用い、GaAs-PIN 接

合（図 1上）中のキャリアダイナミックスの時空間マッピングを行った結果を紹介する。 

 SPPX-STMでは、STM探針直下の試料表面をレーザパルス対で繰り返し照射し（図 1 上）、パル

ス対間の遅延時間(td)を変化させて対応するトンネル電流変化ΔIを計測することにより、測定点

でのキャリア寿命（キャリア密度の時間変化）の情報を得る。図 1 下 に、GaAs-PIN接合面に対

するtd = 0, 4, 11ns でのΔI(td)像を示す。ΔI像の明るい部分はΔIの値が大きい部分で、キャ

リア密度が高い部分に対応している。図の左端P領域からI領域の中央部にかけての領域では、tdが

大きくなるにつれてキャリア密度が減少し、その減少速度はI領域の方がP領域よりも高い。これ

は、I領域に存在する高い電場によりキャリアが高速にドリフトするためである。講演では、本

手法の原理を含め、詳細を紹介する。 


